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요약

본 발명은 표준동작 모드로 동작하는 집적회로 소자와 병합 데이터 출력(MDQ) 모드로 동작하는 소자를 하
나의 기판으로 검사할 수 있는 검사용 기판에 관한 것으로서, 소자의 동작모드를 선택하는 모드 선택신호
단자와, 소자가 MDQ모드로 동작할 때에는 소자의 데이터 출력단자 중 병합 데이터가 출력되는 소정 개수
의 병합 데이터 출력단자를 기판의 I/O단자에 차례대로 연결시키며, 소자가 표준 동작모드일 때에는 소자
의 데이터 출력단자를 I/O단자에 차례대로 연결시키는 배선패턴과, 복수의 소자를 선택적으로 인에이블시
키기 위한 스캔신호단자를 구비하는 검사용 기판이 제공된다.  이 검사용 기판은 MDQ 방식을 이용하여 많
은 소자를 동시에 검사할 수 있고, 부분 불량 소자의 어떤 데이터 출력단자에 이상이 발생했는지 알 수 
있으므로, 부분 불량 소자의 활용에 적용될 수 있고, 검사시간을 단축하며 검사용 기판 제조에 필요한 비
용을 절감하는 것이 가능하다.

대표도

도1

명세서

도면의 간단한 설명

도1은 본 발명에 따른 검사용 기판의 개략 회로도,

도2는 본 발명에 따른 검사용 기판을 사용하여 MDQ 모드로 동작하는 소자를 검사할 때 소자 선택과 데이
터 출력 관계를 설명하기 위한 검사용 기판의 부분 회로도,

도3은 본 발명에 따른 검사용 기판을 사용하여 부분 불량 메모리 소자를 검사할 때 소자 선택과 데이터 
출력 관계를 설명하기 위한 검사용 기판의 부분 회로도,

도4는 본 발명의 일실시예에 따른 검사용 기판의 회로도이다.

* 도면의 주요부호에 대한 부호의 설명

50 : 검사장치                      60 : 케이블

62 : I/O단자                       70 : 소켓

72 : 배선패턴                      100,110 : 검사용 기판

120 : 집적회로 소자                130 : 배선 패턴

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 집적회로 소자의 검사공정에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 부분 불량 집적회로 소
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자와 정상 소자를 하나의 기판을 사용하여 검사할 수 있는 집적회로 소자의 검사용 기판에 관한 것이다.

반도체 집적회로 소자, 특히 메모리 소자의 검사공정은 조립공정을 시작하기 전에 웨이퍼 상태에서 불량
칩을 찾아내기 위한 EDS(Electrical Die Sorting)검사와, 초기 수명불량을 미리 색출하기 위해 소자에 열
적, 전기적 스트레스를 가하는 번인(burn-in) 검사, 조립공정이 끝난 집적회로 소자의 신뢰성을 검증하기 
위한 T/C (Temperature Cycling), PCT(Pressure Cooker Test)와 같은 신뢰성 검사, 완성된 최종 제품이 
설계단계에서 예정했던 기능과 동작을 하는지 알아보기 위해 모든 전기적인 특성을 검사하는 최종 양산검
사, 최종 제품을 출하하기 전에 소비자가 원하는 사양이나 품질을 소자가 지니고 있는지 확인하는 품질보
증 검사가 있다.

이중에서 번인 검사는 높은 전계를 소자에 걸어준 다음, 고온과 저온에서 소자가 제대로 동작하는지 알아
보기 위해 미리 정해 둔 검사패턴에 따라 메모리 소자에 특정 데이터를 쓰고, 메모리 소자의 데이터 출력
단자(이하, 'DQ단자'라 함)를 통해 데이터를 읽어서 애초에 쓴 데이터가 제대로 출력되는지 확인하여, 하
나의 출력이라도 원래 쓴 데이터와 다른 데이터를 출력하는 경우에는 불량으로 처리한다.  그런데, 메모
리 소자의 DQ단자가 많은 경우에는 메모리 소자의 DQ단자에 검사용 기판의 I/O 단자를 일일이 연결하여야 
하기 때문에 I/O 단자가 한정된 검사기를 사용하는 번인 검사에 소요되는 시간이 길어지게 된다.

이러한 검사시간을 단축하기 위해 도입된 개념이 소위 병합 데이터 출력(MDQ; Merged DQ, 이하 'MDQ'라 
함) 검사방식으로서, 동일한 데이터를 소자에 쓴 다음, 복수의 DQ단자를 통해 나오는 복수의 출력 데이터
를 모두 하나의 DQ단자를 통해서만 출력하도록 하고, 복수의 출력 데이터 중에서 다른 출력 데이터와 틀
린 값을 갖는 데이터가 있는 경우에는 이것을 감지하여 소자를 불량으로 처리한다.

그런데, 이러한 MDQ 방식을 이용하게 되면, 불량으로 판정된 메모리 소자의 어떤 DQ가 불량인지 판별할 
수 없다.  그래서 MDQ 방식은 검사시간 단축에는 장점이 있지만, 다음과 같은 단점도 갖고 있다.  예를 
들어서, 8개의 DQ단자를 갖는 메모리 소자에서 DQ0 하나만 불량인 경우에는 이 불량인 메모리 소자를 이
용하여 정상적인 동작을 하는 메모리 모듈을 구성할 수 있고, 또는 수요자가 싼 가격에 이러한 부분 불량 
메모리 소자를 원하는 경우도 있는데, 이러한 요구에 응하기 위해서는 불량으로 판정된 메모리 소자를 별
도의 검사용 기판을 사용하여 어떤 DQ단자에서 불량이 발생했는지 다시 검사해야 한다.  따라서, 검사용 
기판의 제작에 비용이 들고, 검사용 기판을 새로 교체하는 데 시간이 걸려 검사시간이 길어지는 등의 단
점이 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명의 목적은 부분 불량 소자와 정상적으로 동작하는 소자를 동시에 검사할 수 있는 집적회로 
소자 검사용 기판을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 MDQ 방식을 사용한 검사와 표준모드로 동작하는 소자의 검사를 하나의 기판을 
사용하여 검사함으로써 검사시간을 단축하고 기판 제작에 드는 비용을 절감하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여  본 발명에 따른 검사용 기판은 집적회로 소자가 정상적인 표준 동작모드로 
동작할 것인지, MDQ  모드로 동작할 것인지 선택하는 모드 선택신호 단자를 구비하며, 집적회로 소자가 
MDQ 모드로 동작할 때에는 집적회로 소자의 DQ단자 중 병합 데이터가 출력되는 소정 개수의 병합 데이터 
출력단자를 검사용 기판의 I/O단자에 차례대로 연결시키고 집적회로 소자가 표준 동작모드일 때에는 집적
회로 소자의 DQ단자를 복수의 I/O단자에 차례대로 연결시키는 배선패턴과, 기판의 소켓에 실장된 복수의 
집적회로 소자를 선택적으로 인에이블시키기 위한 스캔신호단자를 가지고 있다.

기판의 소켓이 행렬로 배열된 경우, 스캔신호단자에는 행으로 배열된 소자를 인에이블시키기 위한 행 스
캔신호와, 열로 배열된 소자를 선택하기 위한 열 스캔신호가 입력된다.  행 스캔신호와 열 스캔신호는 
I/O단자가 m개이고, 소자의 DQ단자가 n개이며, 병합 데이터 출력단자가 p개(np)인 경우, 검사할 집적회로 
소자가 표준동작 모드일 때에는 한번에 m/n개의 소자가 동시에 인에이블되도록 제어되고, 집적회로 소자
가 MDQ 동작모드일 때에는 한번에 m/p개의 소자가 동시에 인에이블되도록 제어된다.  이러한 스캔신호의 
제어는 검사용 기판과 연결되어 있는 검사장치에 의해 이루어진다.

이하, 도면을 참조로 본 발명의 실시예에 대하여 설명한다.

도1은 본 발명에 따른 검사용 기판 개략 회로도이다.  검사용 기판(100)에는 예컨대 32개의 소켓이 있는
데, 이 소켓에는 검사하고자 하는 집적회로 소자(70)가 실장된다.  소자(70)는 예컨대, 8개의 DQ단자를 
가지고 있고, 검사용 기판(100)의 입출력 I/O 단자(62)는 모두 32개이다.  스캔신호 0, 1, 16-19는 32개
의 소자 중 특정 소자만 인에이블(enable)시키기 위한 것이다.  I/O신호(62), 스캔신호(64)와 전원신호
(65), 번지신호(66), 제어신호(67), 모드 선택신호(68)는 모두 케이블(60)을 통해 검사장치(50)와 연결되
어 있어서, 검사장치(50)에서 검사에 필요한 신호를 소자(70)에 공급하고 그 출력을 읽을 수가 있다.

전원신호(65), 번지신호(66), 제어신호(67), 모드 선택신호(68)는 32개의 소자(70)에 모두 연결되어 있으
므로 도면을 간단히 하기 위해서 그 연결상태는 도시하지 않았다.  제어신호(67)는 예컨대, 메모리 소자
(70)의 동작을 제어하기 위한 신호로서 RAS  (Row  Address  Strobe),  CAS  (Column  Address  Strobe),  WE 
(Write Enable), OE (Output Enable) 등을 포함한다.  모드 선택신호(68)는 메모리 소자(70)가 정상적인 
표준 동작을 할 것인지 MDQ 모드로 동작할 것인지 선택하는 신호이다.  

MDQ 모드의 선택은 검사장치(50)에 의해 제어되는데, 메모리 소자(70)가 MDQ 모드로 진입하면, 소자의 8
개의 DQ단자 중에서 소정 개수의 병합 데이터 출력단자, 예컨대 2개의 DQ단자 DQ0, DQ7을 통해서 8개의 
데이터가 4개씩 동시에 출력된다.  예를 들어서 8M 메모리 블록당 한 비트의 데이터가 출력되는 8M×8 
(64M) 메모리 소자의 경우, 행번지(X0 - X12)나 열번지(Y0 - Y12) 중 어느 하나의 번지신호 중 최상위 두
비트(예컨대, Y11, Y12)를 번지지정에 무관한 신호로 만들면(don't cared), 이 최상위 비트 2개를 제외한 
나머지 번지신호(예컨대, X0 - X12, Y0 - Y10)가 동일한 4개의 8M 메모리 블록에서 나오는 데이터가 하나
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의 DQ단자(DQ0 또는 DQ7)를 통해 출력된다.  메모리 소자의 모든 메모리 셀에 데이터 '1'을 쓰고, 출력 
데이터를 읽었을 때, 예컨대, DQ0을 통해 출력될 4개의 출력 데이터가 모두 '1'인 경우에는 DQ0에 정상적
인 데이터 '1'이 나올 것이지만, 만약 4개의 출력 데이터 중에서 하나라도 '0'인 경우에는 DQ0에도 불량 
데이터 '0'이 출력되어, 메모리 소자는 불량 메모리 셀을 포함하고 있는 불량 소자임을 판별할 수 있다.

행렬로 배열되어 있는 64개의 메모리 소자(70) 중에서 각 열에 있는 소자를 인에이블시키기 위한 스캔신
호 스캔0, 스캔1(64a)은 각각 제1, 2 열에 있는 소자, 제3, 4 열에 있는 소자를 인에이블시킨다.  한편, 
행 인에이블 스캔신호 스캔16, 스캔17, 스캔18, 스캔19(64b)는 각각 제1, 5 행, 제2, 6 행, 제3, 7 행, 
제4, 8 행에 있는 소자에 입력된다.  행 스캔신호(64a)와 열 스캔신호(64b)가 모두 활성(active) 상태일 
때, 그 교점에 위치하는 소자에서 출력 데이터가 나온다.  예를 들어, 행 스캔신호(64a) 중 스캔0이 활성
상태이고, 열 스캔신호(64b) 중 스캔16이 활성상태이면, 소자(1,1), (1,2), (5,1), (5,2)의 DQ단자에서 
출력 데이터를 읽을 수 있다.

검사용 기판(100)의 I/O단자(62)는 모두 32개로 구성되는데, I/O단자와 소자의 DQ단자는 배선패턴(72)에 
의해 연결되어 있다.  배선패턴(72)은 여러 소자에서 나오는 출력 데이터가 서로 충돌을 일으키지 않고 
차례대로  I/O단자(62)에  공급되도록  설계하여야  한다.   I/O  0-7은  소자(1,1),  (2,1),  (3,1),  (4,1), 
(1,3), (2,3), (3,3) 및 (4,3)과 연결되어 있고, I/O 8-15는 소자(1,2), (2,2), (3,2), (4,2), (1,4), 
(2,4), (3,4) 및 (4,4)와 연결되어 있으며, I/O 16-23은 소자(5,1), (6,1), (7,1), (8,1), (5,3), (6,3), 
(7,3) 및 (8,3)과 연결되어 있고, I/O 24-31은 소자(5,2), (6,2), (7,2), (8,2), (5,4), (6,4), (7,4) 및 
(8,4)과 연결되어 있다.

이러한 검사용 기판(100)을 사용하면 MDQ 방식을 이용한 검사와 부분 불량 메모리 소자의 검사를 함께 적
용할 수 있다.

도2는 MDQ 모드로 동작하는 소자를 검사할 때 소자 선택과 데이터 출력 관계를 설명하기 위한 검사용 기
판의 부분 회로도이다.  검사장치의 제어에 의해 모드 선택신호가 활성상태가 되면, 기판의 소켓에 장착
된 소자들은 앞에서 설명한 바와 같이 MDQ 모드로 동작하게 된다.  

앞에서 예를 든, 8M×8 구성의 64M DRAM 소자를 생각하면, MDQ모드로 동작하는 메모리 소자에서는 2개의 
DQ단자 예컨대, DQ0과 DQ7을 통해 8개의 데이터가 출력된다.  즉, 하나의 메모리 소자에서 2비트의 데이
터가 출력되고, 이 출력과 연결될 수 있는 검사용 기판의 I/0단자는 모두 32개이므로, 16개의 메모리 소
자에서 나오는 데이터를 한꺼번에 출력할 수 있다.  따라서, 열 스캔신호인 스캔0과 스캔1을 이용하여 메
모리 소자 (1,1) - (8,1)과 메모리 소자 (1,3) - (8,4)를 선택한다.

메모리 소자의 DQ단자와 검사용 기판의 I/O단자의 연결은 도2에 도시한 것처럼, 스캔0에 의해 인에이블되
는 메모리 소자에 I/0 0 - 31을 차례대로 연결하고, 마찬가지로 스캔1에 의해 인에이블되는 메모리 소자
에도 I/0 0 - 31을 차례대로 연결한다.  스캔0에 고전압 신호를 인가하고 스캔1에 저전압 신호를 인가하
면, 메모리 소자 (1,1) - (8,1)과 (1,2) - (8,2)가 인에이블되고, 메모리 소자 (1,3) - (8,3)과 (1,4) - 
(8,4)는 디스에이블(disable)된다.  인에이블된 16개의 메모리 소자에 동일한 값의 데이터, 예컨대 데이
터 '1'을 쓴 다음 각각의 DQ단자 DQ0, DQ7을 통해 나오는 출력 데이터를 I/0 0, 1, 2, …, 31을 통해 읽
는다.  검사장치는 I/O단자를 통해 읽은 출력 데이터를 확인하고, 데이터가 '1'이 아닌 경우, 예컨대 I/0 
13과 I/0 27이 '0'의 데이터를 출력하는 경우에는 메모리 소자 (4,1)과 (7,2)가 불량인 것으로 판정한다.  
나머지 16개의 메모리 소자를 검사하고자 하는 경우에는 스캔0에 저전압 신호를 인가하고 스캔1에 고전압 
신호를 인가한 후, 메모리 소자에 동일 데이터를 입력하고, 출력 데이터를 읽어서 출력 데이터가 입력 데
이터와 동일한지 확인한다.

MDQ 방식으로 메모리 소자를 검사하면, 짧은 시간에 여러 메모리 소자를 동시에 검사할 수 있으므로 검사
시간이 단축되지만, 하나의 DQ단자로 묶이는 메모리 블록에는 동일한 데이터를 입력하여야 하므로 검사패
턴이 단순하고 다양한 검사를 할 수 없게 된다.

도3은 부분 불량 메모리 소자를 검사할 때 소자 선택과 데이터 출력 관계를 설명하기 위한 검사용 기판의 
부분 회로도이다.  MDQ 방식을 사용하여 메모리 소자를 검사한 결과, 불량 메모리 소자로 판정난 경우 이 
메모리 소자의 어떤 DQ단자에서 잘못된 데이터가 출력되었는지 확인하여 일부 DQ단자에서만 불량이 있으
면 이러한 부분 불량 메모리 소자를 불량 유형별로 분류하여 이를 활용하는 것이 가능하다.  메모리 소자
의 어떤 DQ단자에서 불량 데이터가 나오는지 구별하기 위해서는 모드 선택신호가 예컨대, 저전압 신호로 
되어 MDQ모드 선택이 해제되고, 소자의 모든 DQ단자, 예컨대 DQ0 - DQ7이 기판의 I/O단자와 일대일로 연
결되어야 한다.  따라서, I/O단자가 32개인 검사용 기판을 사용하면, DQ단자가 8개인 메모리 소자 4개를 
한번에 검사할 수 있다.

불량 소자를 검사하기 위해서는 행 스캔신호와 열 스캔신호를 함께 사용한다.  예를 들어서, 스캔0과 스
캔16을  고전압  신호로  하고,  나머지  스캔신호는  저전압  신호로  만들면,  소자  (1,1),  (1,2)  및  소자 
(5,1), (5,2)가 인에이블되고, 이 4개의 소자에서 나오는 출력 데이터는 각각 I/0 0-7, I/O 8-15, I/O 
16-23, I/0 24-31을 통해 출력된다.  다음으로, 스캔 16을 저전압 신호로 하고, 스캔0과 스캔17을 고전압 
신호로 만들면, 이때 인에이블되는 4개의 소자 (2,1), (2,2) 및 (6,1), (6,2)을 검사할 수 있다.  이런 
식으로 스캔신호를 선택하여 32개의 메모리 소자를 검사한다.

검사결과 메모리 소자의 일부 DQ단자에서만 불량 데이터가 출력된 경우에는, 이러한 부분 불량 메모리 소
자를 불량 유형별로 분류하고 이를 활용하여 정상적인 동작을 하는 메모리 모듈을 구성하거나 낮은 가격
으로 원하는 소비자에게 판매할 수 있다.

도4는 본 발명에 사용되는 검사용 기판의 일실시예로서 검사할 소자의 DQ단자와 기판의 I/O단자의 연결관
계를 나타내는 검사용 기판의 회로도이다.  도4의 검사용 기판(110)은 모두 128개의 소켓이 설치되어 128
개의 메모리 소자(120)를 하나의 기판으로 동시에 검사할 수 있다.  도면을 간단히 하기 위해, 검사할 메
모리 소자(120)의 DQ단자와 기판의 I/O단자를 연결시키는 배선패턴(130)을 왼쪽 4개의 열에 대하여만 나
타낸다.
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MDQ 방식으로 메모리 소자를 검사할 때에는 행 스캔신호인 스캔16 - 스캔19는 모두 고전압 신호로 활성상
태로 있고, 열 스캔신호인 스캔0 - 스캔7이 하나씩 차례대로 활성신호로 된다.  스캔0이 활성상태일 때 
16개의 메모리 소자(1,1) - (8,2)의 병합 데이터 출력단자 DQ0, DQ7을 통해 나오는 데이터는 배선패턴
(130)에 의해 검사용 기판의 32개의 I/O단자에 차례대로 공급된다.  스캔0을 불활성상태로 만들고, 스캔1
에 고전압 신호를 인가하면, 제3, 4열에 있는 16개의 소자에서 데이터를 읽을 수 있다.  이런 식으로 열 
스캔신호를 제어하여 128개의 메모리 소자에서 출력되는 데이터를 읽어서, 어떤 메모리 소자가 불량인지 
판별한다.

스캔신호의 제어는 배선패턴(130)이 어떻게 설계되어 있는가에 따라 달라질 수 있는데, 예컨대 MDQ 방식
에서 병합 데이터 출력단자를 하나만 예컨대, DQ0만 사용한다면, 열 스캔신호 스캔0 - 스캔7을 두 개씩 
동시에 활성상태로 되게 제어할 수 있다.  물론 이 경우의 배선패턴은 도4에 도시한 것과는 달라질 것이
다.  예를 들어서, 소자(1,1)의 DQ0은 I/O 0과 연결되고, 소자(1,3)의 DQ0은 I/O 1과 연결되도록 배선패
턴을 설계하여야 한다.

불량 메모리 소자의 어떤 DQ단자가 불량인지 알기 위해서는, MDQ 방식으로 검사한 결과 불량으로 분류된 
소자를 기판의 소켓에 실장하고, 행 스캔신호와 열 스캔신호를 함께 제어하여 소자의 DQ단자가 기판의 
I/O단자에 일대일로 연결되게 한다.  스캔0과 스캔16을 활성상태로 하면, 소자(1,1),  (1,2)  및 (5,1), 
(5,2)의 DQ단자 DQ0 - DQ7에서 나오는 출력 데이터는 배선패턴(130)을 통해 32개의 I/O단자에 공급된다.  
다음으로, 스캔0과 스캔17을 활성상태로 하면, 소자(2,1), (2,2) 및 (6,1), (6,2)의 출력 데이터를 읽을 
수 있다.  이런 식으로 128개의 메모리 소자(120)의 출력 데이터를 읽으면, 소자의 어떤 DQ단자를 통해 
잘못된 데이터가 출력되는지 알 수 있으므로, 메모리 소자의 어떤 메모리 블록에 불량 메모리 셀이 존재
하는 지 알 수 있다.

    발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 검사용 기판은 MDQ 모드로 동작하는 소자의 불량 유무와 표준모
드로 동작하는 부분 불량 소자의 검사를 하나의 기판을 사용하여 진행할 수 있으므로, 검사시간이 단축되
고, 검사용 기판의 제조에 필요한 비용이 감소한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

복수의 데이터 출력단자를 갖는 집적회로 소자를 검사하는 검사용 기판으로서, 

상기 검사할 소자가 실장되는 복수의 소켓과,

검사장치와 연결되는 복수의 I/O단자와,

상기 집적회로 소자가 정상적인 표준 동작모드로 동작할 것인지, 병합 데이터 출력모드로 동작할 것인지 
선택하는 모드 선택신호 단자와,

상기 집적회로 소자의 동작을 제어하기 위한 제어신호 단자와,

상기 복수의 집적회로 소자 각각의 데이터 출력단자와 상기 복수의 I/O단자를 연결시키는 
배선패턴으로서, 집적회로 소자가 병합 데이터 출력모드로 동작할 때에는 상기 데이터 출력단자 중 병합 
데이터가 출력되는 소정 개수의 병합 데이터 출력단자를 상기 복수의 I/O단자에 차례대로 연결시키며, 집
적회로 소자가 표준 동작모드일 때에는 집적회로 소자의 데이터 출력단자를 상기 복수의 I/O단자에 차례
대로 연결시키는 배선패턴과,

상기 복수의 집적회로 소자를 선택적으로 인에이블시키기 위한 스캔신호단자를 구비하는 검사용 기판.

청구항 2 

제1 항에 있어서, 상기 복수의 소켓은 행렬로 배열되어 있는 것을 특징으로 하는 검사용 기판.

청구항 3 

제1 항에 있어서, 상기 복수의 소켓은 행렬로 배열되어 있으며, 상기 스캔신호단자는 행으로 배열된 소자
를 인에이블시키기 위한 행 스캔신호와, 열로 배열된 소자를 인에이블시키기 위한 열 스캔신호가 입력되
며, 상기 집적회로 소자는 행 스캔신호와 열 스캔신호가 모두 활성상태일 때 인에이블되는 것을 특징으로 
하는 검사용 기판.

청구항 4 

제1 항에 있어서, 상기 복수의 I/O단자, 모드 선택신호 단자, 제어신호 단자, 스캔신호단자는 검사장치와 
연결되어 있는 것을 특징으로 하는 검사용 기판.

청구항 5 

제1 항에 있어서, 상기 집적회로 소자는 메모리 소자이며, 상기 검사용 기판은 상기 메모리 소자를 번지
지정하기 위한 번지신호가 입력되는 번지신호단자를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 검사용 기판.

청구항 6 

제1 항에 있어서, 상기 I/O단자는 m개의 I/O를 가지고, 데이터 출력단자는 n개의 데이터 출력을 가지며, 
상기 스캔신호는 소자가 표준동작 모드일 때 한번에 m/n개의 소자를 동시에 인에이블시키는 것을 특징으
로 하는 검사용 기판.
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청구항 7 

제1 항에 있어서, 상기 I/O단자는 m개의 I/O를 가지고, 데이터 출력단자는 n개의 데이터 출력을 가지고, 
병합 데이터 출력단자는 p개(np)의 데이터 출력을 가지며, 상기 스캔신호는 소자가 병합 데이터 출력 모
드일 때 한번에 m/p개의 소자를 동시에 인에이블시키는 것을 특징으로 하는 검사용 기판.

청구항 8 

제6 항 또는 제7 항에 있어서, 상기 배선패턴은 I/O단자가 n개 단위로 소자에 연결되도록 설계되어 있는 
것을 특징으로 하는 검사용 기판.

청구항 9 

제3 항에 있어서, 상기 열 스캔신호는 소자가 병합 데이터 출력모드로 동작할 때에는 항상 활성상태에 있
는 것을 특징으로 하는 검사용 기판.

도면

    도면1
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    도면2
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    도면3
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    도면4
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